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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月1日(2014.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
導電性材料からなる第１の層（１６）が両面に設けられるとともに、少なくとも１つの電
子部品（２０）が前記第１の層（１６）の凹所（１８）に配置されている導電性のコア層
（１０）を備えた電子デバイス（５０、５０’）であって、
前記第１の層（１６）が、前記電子部品（２０）の上方において、電気絶縁性かつ熱伝導
性の層（３６）で覆われるとともに、導電性材料からなるさらなる層（２２）が、前記熱
伝導性の層（３６）の上に設けられ、前記さらなる層（２２）が、導電性材料からなる被
覆層（３８）で被覆されており、
前記被覆層（３８）の材料からなる貫通接続部（２４）をさらに備え、
該貫通接続部（２４）が、前記電子部品（２０）との接触を形成する目的で、前記電子部
品（２０）を覆う前記電気絶縁性かつ熱伝導性の層（３６）及び導電性かつ熱伝導性の材
料からなる前記さらなる層（２２）を貫いて延びている、
電子デバイス（５０、５０’）。
【請求項２】
前記第１の層（１６）が、それぞれの側において電気絶縁性かつ熱伝導性の層（３４、３
６）で各々覆われるとともに、導電性材料からなるさらなる層（２２、２６）が、前記熱
伝導性の層（３４、３６）の各々の上にそれぞれ設けられ、前記さらなる層（２２、２６
）の各々が、導電性材料からなる被覆層（３８）で被覆されている、請求項１に記載の電
子デバイス（５０）。
【請求項３】
電子部品（２０）が２つ以上である場合に、各々の部品（２０）に、熱拡散用の表面が、
据え付けられた各々の部品（２０）の前記熱拡散用の表面が実質的に同一になるようなや
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り方で割り当てられている、請求項１又は２に記載の電子デバイス（５０；５０’）。
【請求項４】
電子デバイス（５０；５０’）を製作する方法であって、
上面（１２）及び下面（１４）を有する導電性材料からなる基板（１０）を用意し、導電
性材料からなる第１の層（１６）を前記基板（１０）の前記上面（１２）及び／又は前記
下面（１４）の上に塗布し／付着させ、電子部品を受け入れるための少なくとも１つの凹
所（１８）を前記第１の層（１６）に設け、部品（２０）を前記少なくとも１つの凹所（
１８）に挿入することによって、第１の半完成品（ＨＺ１）を製作する工程と、
導電性材料からなる第１の板要素（２２）を用意し、めっきされた貫通孔を後に形成する
ための貫通孔（２４）を前記第１の板要素（２２）に生成することによって、第２の半完
成品（ＨＺ２）を製作する工程と、
前記第２の半完成品（ＨＺ２）を前記第１の半完成品（ＨＺ１）の上に、間にプリプレグ
層（３６）を設けつつ位置させることによって、前記２つの半完成品（ＨＺ１、ＨＺ２）
を積み重ねられた構造体として配置する工程と、
前記構造体を積層する工程と、
前記積層処理の後で、前記第１の板要素（２２）の、樹脂で満たされた前記孔（２４）を
露出させる工程と、
貫通接続部を形成する目的で、前記孔（２４）を導電性材料（３８）で少なくとも部分的
に満たす工程と
を含む、方法。
【請求項５】
前記配置する工程の前に、導電性材料からなる第２の板要素（２６）を用意することによ
って、第３の半完成品（ＨＺ３）を製作する工程を含み、
前記配置する工程が、
前記第１の半完成品（ＨＺ１）を前記第３の半完成品（ＨＺ３）の上に、また、前記第２
の半完成品（ＨＺ２）を前記第１の半完成品（ＨＺ１）の上に、間にプリプレグ層（３６
）をそれぞれ設けつつ位置させることによって、前記３つの半完成品（ＨＺ１、ＨＺ２、
ＨＺ３）を積み重ねられた構造体として配置する工程を含む、請求項４に記載の電子デバ
イス（５０）を製作する方法。
【請求項６】
前記少なくとも１つの電子部品（２０）を挿入する工程の後で、前記凹所（１８）の前記
部品（２０）の周囲の隙間が、加圧段階の前に充填される、請求項４又は５に記載の方法
。
【請求項７】
チャネル（Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３）が、前記第１の層（１６）及び前記基板（１０）に生成さ
れ、該チャネルが、前記積層する工程の後に取り除かれる保持スタッド（Ｓ）を有する、
請求項４～６のいずれか1項に記載の方法。
【請求項８】
前記配置する工程において、２つのプリプレグ層（３６、３７）が前記第１の半完成品（
ＨＺ１）と前記第２の半完成品（ＨＺ２）との間に配置され、さらなる部品（６０）及び
／又はインターポーザ（ＩＰ）が、前記２つのプリプレグ層（３６、３７）の間に配置さ
れ、該部品又はインターポーザへの接触が、加圧の工程の後にめっきされた貫通孔（６２
、７２）によって行われる、請求項４～７のいずれか1項に記載の方法。
【請求項９】
前記第２の半完成品（ＨＺ２）を製作する工程の際に、前記さらなる部品（６０）及び／
又は前記インターポーザ（ＩＰ）への接触のための貫通孔が設けられる、請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
請求項１～３のいずれか1項に記載の電子デバイス（５０；５０’）を有する、プリント
基板（ＬＰ；ＬＰ’）。
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【請求項１１】
プリント基板（ＬＰ；ＬＰ’）の表面が前記電子デバイス（５０；５０’）と同一面で終
わっており、ヒートシンク（１２０）が、当該プリント基板（ＬＰ；ＬＰ’）及び前記電
子デバイス（５０；５０’）の同一面な接合部へと接続されている、請求項１０に記載の
プリント基板（ＬＰ；ＬＰ’）。
【請求項１２】
熱伝導率の低い層（１１４）が、前記電子デバイス（５０；５０’）と、上方に位置する
当該プリント基板（ＬＰ；ＬＰ’）の導電路（１１３）との間に設けられている、請求項
１０又は１１に記載のプリント基板（ＬＰ；ＬＰ’）。
【請求項１３】
電子デバイス（５０、５０’）をプリント基板へと一体化させるための方法であって、
請求項１～３のいずれか1項に記載の電子デバイス（５０、５０’）を用意する工程と、
前記電子デバイス（５０；５０’）を受け入れるための凹所を備えるプリント基板を用意
する工程と、
熱伝導率の低い層（１１４）を前記凹所へと挿入する工程と、
前記電子デバイス（５０、５０’）を、前記プリント基板の前記凹所へと、前記熱伝導率
の低い層（１１４）の上に挿入する工程と、
上述のように生成された積み重ねの構造体を押し合わせる工程と、
前記電子デバイス（５０、５０’）を前記プリント基板（ＬＰ、ＬＰ’）に接触させるよ
うにも機能する共通の外側層を形成する導電層（１１８）を適用する工程と
を含む、方法。
【請求項１４】
ヒートシンク（１２０）が、前記電子デバイス（５０、５０’）の領域において共通の外
側層（１１８）を形成している前記層上に取り付けられている、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
ＴＩＭ層（１１９）が、熱的な途切れのない接合部を形成すべく前記導電層（１１８）と
前記ヒートシンク（１２０）との間に配置されている、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
熱伝導性の誘電体（１１６）が、電子デバイスが挿入された前記プリント基板と、前記共
通の外側層（１１８）との間に配置されている、請求項１３～１５のいずれか1項に記載
の方法。
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